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電子材料研究会 

 
    〔委 員 長〕羽路伸夫（横浜国立大学） 

    〔幹  事〕岡田至崇（筑波大学），西川宏之（芝浦工業大学） 

 

日 時 平成１９年１１月３０日（金）１３：００～１６：４０ 

 

場 所 福井大学 工学部 文京キャンパス アカデミーホール（福井市文京 3-9-1 ＪＲ福井駅前（10の

りば）福井大学前下車（所要時間 約 10分），私鉄えちぜん鉄道，福井駅－福大前西福井駅下

車 （所要時間 約 10分 http://www.fukui-u.ac.jp/publication/site/idx_access.html） 

 

テーマ「ワイドギャップ半導体材料，デバイス一般」 
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  齋藤 渉，新田智洋，垣内頼人，齋藤泰伸 ············ 21 
  津田邦男，大村一郎，山口正一（東芝） 
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EFM-07-21 縦型 GaN パワーデバイスの開発 
  兼近将一（豊田中央研究所） ············ 31 
  杉本雅裕（トヨタ自動車） 
  副島成雅，上田博之，石黒 修，樹神雅人，林 栄子 
  伊藤健治，上杉 勉，加地 徹（豊田中央研究所） 
 
EFM-07-22 GaN 系 MOSFET のアンペアクラス 250℃動作 
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協 賛 次世代ハイパワー応用ワイドギャップ半導体材料技術調査専門委員会 


